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緒言

半導体薄膜の成膜技術において 現行の技術では結晶化に要する様々な問題により 新たな結晶

化技術の開発が求められている は高価ではあるものの より高い性能を発揮する為 薄膜結

晶化の恩恵を受けやすく と呼ばれる 膜厚が数 の極薄膜上でトランジスタを

作製する研究などが進められている これらの極薄膜での結晶化を実現させる為に まず膜厚の

違いにより結晶化にどのような影響があるか知ることが重要であると考え 本研究では と

を同時にスパッタし 成膜させる手法を用いて の結晶化の膜厚に対する依存性を調査した

実験方法

表面を熱酸化した 層厚 ウェハー

× を加熱し 基板温度 ℃

及び を同時に成膜した 成膜方法は タ

ーゲット上に × の チップを 枚

配置し スパッタリング装置にて同時に成

膜を行った 成膜時間

比は 成膜時間

での 膜厚は

それぞれ

である その後 のピーク強度を

比較し の結晶化の成膜時間 膜厚 に対す

る依存性を検討した

結果

を同時スパッタした後 測定を行

った結果を に示す が 度付近のピ

ークが 度付近のピークが

である どの試料にも のピークが見

られたが 膜厚 で大きなピ

ーク強度が見られた のピーク強度と

膜厚との関係を に示す 膜厚が

の間でピーク強度が急激に上昇してい

る為 成膜時間 から の間に結晶

化が促進する要因があると考えられる
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